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CIRCUIT DE GENERATION D’IMPULSIONS, ET COMPOSANT MICRO-ELECTRONIQUE CORRESPONDANT.

L’invention concerne un circuit micro-électronique de
génération d’impulsions, délivrant sur une sortie une impul-
sion en fonction de deux signaux d’entrée, un signal de
commande (PH_IN) et un signal de contrle (ENABLE),
comprenant un premier et un second points mémoire et un
module de retard montés en série, ledit module de retard
délivrant en sortie ladite impulsion, lesdits points mémoire
comprenant chacun des moyens de remise a zéro contrdlés
respectivement par ledit signal de commande et ledit signal
de contrdle.
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Circuit de génération d’impulsions, et composant micro-électronique
correspondant.

Le domaine de Pinvention est celui des dispositifs micro-électroniques.
Plus précisément, I'invention concemne la génération d’impulsions calibrées, pour
le contrdle ou la mise en cavre de composants micro-¢éléctroniques tels que, par
exemple, des mémoires. Dans ce cas, la génération d’impulsions est nécessaire
pour contrdler les accés en lecture ou en écriture 4 la mémoire.

Bien siir, I'invention ne se limite pas & cette application, mais peut &fre
utilisée dans tous les cas ol des impulsions calibrées sont nécessaires.

Plus précisément, Iinvention est relative a la génération d’impulsions
calibrées a4 partir de deux signaux d’entrée, une impulsion de base, ou signal de
commande (appelé par la suite PH_IN), et un signal de contrle (appelé par la
suitt ENABLE). Le fonctionnement d’un générateur d’impulsions calibrées est
alors le suivant : il génére une impulsion calibrée 4 la fin d’une impulsion de base,
et commande I’arrét anticipé de I'impulsion générée, sous l’action du signal de
contrdle ou aréception d’une nouvelle impulsion de base.

Selon P’art antérieur, la génération d’impulsions calibrées est obtenue a
I’aide d’un systéme combinatoire, constitué de portes logiques.

Un inconvénient majeur de [l'utilisation d’un bloc constitué de portes
logiques combinées et qu'un tel bloc est difficile & calibrer, et est trés dépendant
des variations du procédé de fabrication et de la température. Les écarts de temps
de propagation & ’intérieur des différentes couches des portes logiques ne sont en
conséquence pas efficacement maitrisés, ce qui peut entrainer I’apparition
d’impulsions parasites.

Ces problémes sont bien sir d’autant plus importants que la technologie
est fine et/ou que I’horloge de base est rapide.

Ces impulsions parasites peuvent étre particuliérement néfastes. Par

Y

exemple, dans le cas d’une mémoire, elles peuvent conduire & I’écriture
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intempestive de données quelconques et aléatoires, et donc a perturber ou bloquer
le fonctionnement du dispositif équipé de cette mémoire.

L’invention a donc pour objectif de pallier ces inconvénients de I’état de la
technique.

Plus précisément, Pinvention a pour objectif de foumir un circuit de
génération d’impulsions, & partir d’une impulsion de base et d’un signal de
contrdle, qui ne produise pas d’impulsions parasites en sortie.

Un autre objectif de I'invention est de foumnir un tel circuit, qui soit
simple, en termes de nombre de composants et de surface de silicium, et qui
puisse aisément étre réalisé et adapté aun composant micro-électronique.

En particulier, un objectif de Ilinvention est de fournir un tel circuit,
nécessitant un nombre réduit de transistors, par rapport aux systémes logiques.

Encore un autre objectif de D'invention est de foumir un tel circuit, qui
puisse étre adapté a tout type de systtme asynchrone, notamment des mémoires,
et en particulier des mémoires rapides.

Ces objectifs, ainsi que d’autres qui apparaitront par la suite, sont atteints &
laide d’un circuit micro-électronique de génération d’impulsions, délivrant sur
une sortie une impulsion en fonction de deux signaux d’entrée, un signal de
commande (PH_IN) et un signal de contrle (ENABLE).

Selon P’invention, ce circuit comprend un premier et un second points
mémoire et un module de retard montés en série, ledit module de retard délivrant
en sortie ladite impulsion, lesdits points mémoire comprenant chacun des moyens
de remise a zéro contrdlés respectivement par ledit signal de commande et ledit
signal de contrdle.

Un tel circuit, qui repose sur une approche analogique et non plus logique,
s’avére particuliérement efficace, comme on le verra par la suite, tout en
nécessitant un nombre limité de transistors. I supprime efficacement la génération
d’impulsions parasites, dues aux temps de propagation dans des portes logiques.

De fagon avantageuse, lesdits points mémoire sont des points mémoire
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identiques, montés en opposition de phase.

De fagon préférentielle, lesdits moyens de remise a zéro sont pilotés de
fagon A positionner ledit circuit dans un état prédéterminé lors de son
initialisation, et a interrompre la génération d’une impulsion dés que 'un desdits
signaux d’entrée prend une valeur prédéterminée.

Avantageusement :

- les moyens de remise 4 zéro dudit premier point mémoire sont

pilotés par ledit signal de commande inversé ;

- les moyens de remise & zéro dudit second point mémoire sont

pilotés par ledit signal de contrdle.

Selon un mode de réalisation préférentiel, lesdits points mémoire
comprennent chacun deux inverseurs rebouclés, suivis d’un troisiéme inverseur
alimentant la sortie dudit point mémoire.

De fagon avantageuse, l’accés & chacun desdits points mémoire se fait via
une porte de transfert Nmos/Pmos. Préférentiellement, lesdits moyens de remise a
zéro comprennent un transistor Nmos.

Selon un aspect avantageux de I'invention, ledit module de retard est
activé par un front montant sur la sortie dudit second point mémoire.

De facon préférentielle, ledit module de retard comprend un élément de
retard inverseur, une porte NAND et un inverseur, délivrant ladite impulsion.

L’invention concerne également les composants micro-électroniques,
comprenant au moins un circuit micro-électronique de génération d’impulsions tel
que décrit ci-dessus.

Lesdits circuits peuvent notamment contrdler des acces en lecture et/ou en
écriture d’une mémoire.

D’autres caractéristiques et avantages de Iinvention apparaitront plus
clairement & la lecture de la description suivant dun mode de réalisation
préférentiel de P’invention, donné 2 tire de simple exemple illustratif et non

limitatif, et des dessins annexés, parmi lesquels :
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- la figure 1 est un schéma synoptique illustrant le principe général de
Pinvention ;

- la figure 2 présent de fagon détaillée un mode de réalisation du schéma

dela figure 1 ;

- la figure 3 illustre une simulation des signaux principaux du circuit de

la figure 2.

Comme expliqué plus haut, pour éviter la création d’impulsions parasites
présents dans les circuits combinatoires, générées par des différences de temps de
propagation a travers différentes couches logiques, P'invention repose sur une
approche tout & fait différente, & savoir un systéme & base de deux point mémoire
et d’'un module de retard montés en série, ainsi que cela est illustré en figure 1.

Chaque point mémoire 11, 12 posséde une premiére entrée 111, 121
permettant de le forcer & zéro (ré-initialisation, ou « reset» du point mémoire) et
une seconde entrée de commande 112, 122,

La sortie 123 du second point mémoire 12 agit sur un étage & sortie 15
comprenant un bloc de retard sur un front qui délivre en sortie 151 des impulsions
calibrées.

Selon le mode de réalisation décrit, les deux points mémoire 11 et 12 sont
identiques, et montés en opposition de phase. A la mise en marche du systéme, le
signal de contrdle 14, ou «reset», permet de positionner ce systéme dans sa
bonne configuration. Il permet également d’arréter la génération d’une impulsion
en sortie, en fonction des deux signaux d’entrée 13 et 14.

Une particularitt de ce systtme est le contrdle de la ré-initialisation
(« reset ») des deux points mémoire 11 et 12. La ré-initialisation du premier point
mémoire 11 est effectuée par le signal d’entrée 13 inversé, et la ré-initialisation du
second point mémoire 12 est assurée par le signal de contrdle 14.

La durée de I'impulsion en sortie 151 est gérée par le bloc de retard.
L’étage de sortie 15, constitué de ce bloc de retard et de portes logiques, produit

un retard sur le front montant du signal 123 en sortie du second point mémoire 12.
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Selon le mode de réalisation illustré par la figure 2, chaque point mémoire
11, 12 comprend deux inverseurs rebouclés 21, 22, suivis d’un troisiéme inverseur
23 destiné a rétablir la bonne polarité en sortie du point mémoire (les deux points
mémoire 11 et 12 étant identiques, seul le premier est décrit).

L’accés au point mémoire s’effectue par une porte de transfert 24 (« pass-
gate ») Nmos/Pmos. Un transistor Nmos 25 permet de forcer & zéro (« reset ») le
point mémoire, en agissant sur ’inverseur 21.

L’étage de sortie 15 comprend un bloc de retard inverseur 26 sur un front
montant du signal de sortie 123 du second point mémoire 12, d’une porte NAND
et d’un inverseur 28. Le bloc de retard 26 est constitué d’inverseurs et de
capacités, et génére un retard RC, qui est fixe @s ce mode de réalisation, mais
pourrait bien siir étre réglable et/ou programmable.

On ne décrit pas en détail le bloc de retard 26, qui est connu en soi. De la
méme fagon, la structure de I'inverseur 22 et de la porte de transfert 24 sont
connus. On peut, en tant que de besoin, se référer a la figure 2, sensiblement plus
détaillée. De méme, on pourra se référer 4 la figure 2 pour I’ensemble des
connexions des composants.

Les dimensions des différents transistors apparaissant sur cette figure 2
sont bien sfir données atitre de simples exemples.

On décrit maintenant le fonctionnement du circuit de la figure 2, 3 aide
notamment de la simulation de la figure 3. Les signaux illustrés sont les suivants

- Pimpulsion d’entrée 13 est le signal PH_IN ;

- le signal de contréle 14 est le signal ENABLE ;

- lasortie 151 du bloc est le signal PULSE_OUT ;

- Dentrée 111 du premier point mémoire 11 est le signal IN_1 ;

- lasortie 113 du premier point mémoire 11 est le signal OUT_1 ;

- Pentrée 121 du deuxiéme point mémoire 12 est le signal IN_2 ;

- lasortie 123 du deuxiéme point mémoire 12 est le signal OUT 2.

On retrouve cette terminologie sur la figure 2.
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A Tinitialisation (31), le signal de contrdle ENABLE est 4 0: il force 4 0
le premier point mémoire. L’impulsion d’entrée PH_IN est & 0 : elle met passant
la porte de transfert d’entrée du second point mémoire. Ainsi la sortie 113 du
premier point mémoire force a4 0 le second point mémoire 12 & travers la porte de
transfert qui est passant lorsque PH_IN est a0.

Les deux points mémoire sont ainsi forcés & 0, et la sortie est a 0 (pas
d’impulsion générée).

Lorsque le signal ENABLE passe a 1 et PH_IN est 4 0 (32), la ré-
initialisation du premier point mémoire 11 s’arréte. Cependant, la porte de
transfert du premier point mémoire 11, 12 et la sortie 151 restent 4 0.

Lorsque le signal PH_IN passe & 1 et ENABLE est 4 0 (33), la porte de
transfert du premier point mémoire 11 devient passante, et la porte de transfert du
second point mémoire 12 se bloque. La ré-inttialisation du second point mémoire
12 est activée. En conséquence, le premier point mémoire 11 prend la valeur du
signal ENABLE, c’est-&-dire 0.

Lorsque le signal PH_IN passe a 1 et ENABLE est a 1 (34), la porte de
transfert du premier point mémoire 11 devient passante, et la porte de transfert du
second point mémoire 12 se bloque. La ré-initialisation, le reset du second point
mémoire 12 est activé. Le premier point mémoire 11 prend la valeur du signal
ENABLE, c’est-a-dire 1.

Lorsque le signal PH_IN passe a0, la porte de transfert du premier point
mémoire 11 se bloque, et la porte de transfert du second point mémoire 12 devient
passante. La ré-initialisation de second point mémoire 12 est désactivé. Le second
point mémoire 12 prend donc la valeur du signal de sortie 113 du premier point
mémoire 11, soit :

- si ENABLE était égale a 0 (35), la valeur 0 se propage du premier

point mémoire 11 au second 12, et il n’y a pas création d’impulsion en

sortie du systéme.
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- si ENABLE était égale 4 1 (36), la valeur 1 se propage du premier
point mémoire 11 au second 12. Il y a alors création d’une impulsion
calibrée 39 en sortie du systeéme.

Lors de la création de I’impulsion calibrée (aspect précédent), la

5 génération de I'impulsion peut étre interrompue dans les deux cas suivants :

- si PH_IN passe 4 1 (37), alors le second point mémoire 12 est forcé a
0 : 1a sortie out_2 revient 40, I’impulsion en sortie 15 se termine.

- si ENABLE passe a 0 (38), le premier point mémoire 11 est forcé a 0.
Le 0 se propage au second point mémoire 12 & travers la porte de

10 transfert de ce dernier: la sortie out 2 revient a 0, et I'impulsion en
sortie 151 se termine.

Bien entendu, d’autres modes de mise en cmvre peuvent étre développés,

dans le cadre de I'invention.



10

15

20

25

2832567

REVENDICATIONS
1. Circuit micro-électronique de génération d’impulsions, délivrant sur une
sortie une impulsion en fonction de deux signaux d’entrée, un signal de
commande (PH_IN) et un signal de controle (ENABLE),
caractérisé en ce qu’il comprend un premier et un second points mémoire et un
module de retard montés en série, ledit module de retard délivrant en sortie ladite
impulsion,
lesdits points mémoire comprenant chacun des moyens de remise a zéro controlés
respectivement par ledit signal de commande et ledit signal de controle.
2. Circuit selon la revendication 1, caractérisé en ce que lesdits points
mémoire sont des points mémoire identiques montés en opposition de phase.
3. Circuit selon 'une quelconque des revendications 1 et 2, caractérisé en ce
que lesdits moyens de remise 4 zéro sont pilotés de fagon a positionner ledit
circuit dans un état prédéterminé lors de son initialisation, et & interrompre la

génération d’une impulsion dés que P'un desdits signaux d’entrée prend une valeur

prédéterminée.
4, Circuit selon I'une quelconque des revendications 1 & 3, caractérisé en ce
que :

- les moyens de remise & zéro dudit premier point mémoire sont
pilotés par ledit signal de commande invers¢ ;
- les moyens de remise a zéro dudit second point mémoire sont
pilotés par ledit signal de contrdle.
S. Circuit selon I'une quelconque des revendications 1 & 4, caractérisé en ce
que lesdits points mémoire comprennent chacun deux inverseurs rebouclés, suivis
d’un troisiéme inverseur alimentant la sortie dudit point mémoire.
6. Circuit selon I'une quelconque des revendications 1 & 5, caractérisé en ce
que l'accés a chacun desdits points mémoire se fait via une porte de transfert
Nmos/Pmos.

7. Circuit selon l'une quelconque des revendications 2 a 6, caractérisé en ce
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que lesdits moyens de remise 4 zéro comprennent un transistor Nmos.

8. Circuit selon l'une quelconque des revendications 1 & 7, caractérisé en ce
que ledit module de retard est activé par un front montant sur la sortie dudit
second point mémoire.

9. Circuit selon la revendication 8, caractéris¢é en ce que ledit module de
retard comprend un élément de retard inverseur, une porte NAND et un inverseur,
délivrant ladite impulsion.

10.  Composant micro-électronique, caractérisé en ce qu’il comprend au moins
un circuit micro-électronique de génération d’impulsions selon l'une quelconque
des revendications 1 9.

11.  Composant micro-électronique selon la revendication 10, caractérisé en ce
qu’au moins un desdits circuits contrdle des accés en lecture et/ou en écriture

d’une mémoire.
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